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W. JAKUBICKI, J. KĄTCKI: Techniki I materiały stosowane w budowie ogniw słonecznych 

Opisano możl iwości wykorzystania, nowe techniki oraz tendencje rozwojowe w wytwarzaniu 
ogn iw słonecznych. Dokonano przeglądu I podano charakterystyki znanych mater ia łów stosowa-
nych w ich budowie. 

H.TOMASZEWSKI: Węgiel szklisty - nowa postać węgla do zastosowań przemysłowych 

Karbonizacja wielkocząsteczkowych po l ime rów organicznych w ściśle kont ro lowanych warun 
kach prowadzi do otrzymania niegraf i tycznego węgla , który ze względu na wysok i połysk i musz-
lowaty przełom jest nazywany „ w ę g l e m szk l is tym". W artykule opisano metody wytwarzania, 
strukturę, właściwości i potencjalne zastosowania tej postaci węgla. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. GRUDZIEŃSKI, J. TOMASZEWSKI: Epitaksja odwrotna 
w technologii otrzymywania krzemowych przyrządów półprzewodnikowych 

Przedstawiono metodę o t rzymywania wysokodomieszkowanych krzemowych wars tw epitaksjal-
nych o grubości około 100 »m. O m ó w i o n o parametry wars tw i podłoża. Wars twy stosowane są 
w przyrządach pó łp rzewodn ikowych opar tych na strukturze PIN. 

J. W. BARAN, J. KĘDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ŻMIJA: Zależność statycznej przenikalności elek-
trycznej od kąta między kierunkiem uporządkowania nematyka a wektorem natężenia pola elek-
trycznego 

Wprowadzono wzory wiążące przenikalność elektryczną uporządkowanego nematyka z momen-
tem d ipo lowym molekuł , jego kierunkiem, polaryzowalnością molekuł , jej anizotropią, parame 
t rem uporządkowania oraz kątem między k ierunkiem pola mierzącego a k ierunkiem uporządko-
wania nematyka. Uzyskane wzory są uogó ln ien iem w y n i k ó w W, Maiera i G. MeieratCJ Stanowią 
one podstawę do dokładnego wyznaczania paramet rów molekularnych i analizy w p ł y w u ścianek 
kuwety pomiarowej . 

Z. CYBULSKI, W. SIENICKI: Badania nad syntezą i właściwościami TIW2Se4 

Zsyntezowano nowy związek chemiczny TIW2Se4 w postaci heksagonalnych kryształów wykazu-
• jących właściwości pó łprzewodnikowe typu „ p " . 
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B. HKyBMUKM E. KOHTLiKM,; Tcxhukm m Marepviajibi, npMMeHneMue a i d MsroTOBneHuf) cojihch-
Hbix ó a r a p e ñ 

npeACTaeneHbi bo3mo>khoctm ncnonbaoBaHna, xoBbie tsxhukm m TenfleHUnn pasBHTna npn naro-
ToBneHMM conHeHHbix ÖBTapeii. flan oöaop m yKaaaHbi xapaKTepncTHKn Ana MarepnanoB npn-
MeHHeMbix npn iiaroTOBneHnn coriHenHbix ßaiapeCi. 

X. TOMALLIEBCK M ; CreKnOBMAHbiií yronb-HOSbiM bma yrnn A " " McnonbSOBaHun b npoMbiuineH-
HOCTM 

Kap6oHM3auMa BbicoKOMoneKynapHbix opraHnnecKnx nonmviepoB npn KOHTponnpoBaHHbix 
ycnoBuflax no3B3nReTb nony4aTb Herpa^ínTMHHbiíí yrorib, KOTopbiíí n s - s a cBoero sbicoKoro 6ne-
CKa M paKOBMCToro MsnoMa, HaawBaioT „CTeKnoBUflHbiM yrneM". B CTaibe onucaHbi Meroflbi nony-
MeHMH, cTpyKTypa, cBOücTBa n noreHUMOHanbHoe npmvieHeHMe a i o r o Bnaa yrna. 

E. H0CCA>KEBCKA-0PJ10BCKA, A. rpyflSEHbCKM, fí. TOMALUEBCKH: OepaTHan annraKcuH 
B TexHonorMM MsroroB/ieHMH KpeMHtiesbix nonynpoBOAHUKOBbix npMÔopoB 

npeACTBBfieH MBTOA nony^eHna cunbHonernpoBaHHbix KpeMHueBux annjaKCuanbHbix cnoës 
TonmuHOíí OKono 100 mkm. OnucaHbi napaMeipw nonyneHHbix cnoëB m noAíio>KKM. Cnon npn-
MPHBtOTCn AHfl HGTOTOBneHMH KpBMHUeBblX npn60p0B CO CTpyKTVpOÍÍ PIN. 

H. BAPAH, a. KEHfl3EPCKI/l, 3. PALUEBCKM, KD. >KMl/lfl: SaBucmviocTb craTiiHecKoii sneKipMie-
CKOÜ npoHMuaeMocTM OT yrna Me>KAy HanpaBJieHneM ynopnAoneHMH HeMaTMKa m seKTopow Ha-

npHweHMn aneK i punecKOro n o n n 

B b i B e A e H b i c t ) o p M y n b i , c B f l G b i B a i o i M n e A n a n e x T p u n e i ^ K y t o npoHnuaeiviocTb y n o p a A O M e H H o r o H e -

viaTHHecKoro Kpucranna co cneAyromnMn BennHunaMu: HanpaBneHueM n BennHUHOíí Annonb-
Horo MOMeHTa MoneKyn, MX nonnpMsyeMocTbKj n eë aHuaoTponneíí, cTenenbio HeMarunecKoro 
n o p H A K a n yrnoM M e > K A y Hanpas/ieHueM naMepmenbHoro aneKTpunecKoro n o n a m Hanpasne-
H n e M ynopaAOMeHua H e M a r n K a . P l o n y H e H H b i e c f j o p M y n b i - 3 t o o ô o ô m e H u e p e a y n b T a r o B B. Ma-
ííepa n r. Maíiepa (sj . Ohh aanawTca öasncoM tohhoto onpeAeneHua MoneKynapHbix napaivie-
TpoB n aHann3a snuaHna creH naMepuTenbHoíí aneMKn. 

3. UblBynbCKM, B. CEHMI4KI/I: HccneAOBaHun hba cnHieacM m cBoücTBaMH TlWsSej 

CnHTeaupoBaHO HOBoe xnMn^ecKoe coeAi^Henne TlWjSea s bmab reKcaroHanbHbix KpucrannoB, 
OTHMHaioinMxcíi nonynpoBOAHnKOBbiMn ocoöeHHocTaMn Tuna ,,p". 
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W. JAKUBICKI, J. KATCKI: Techniques and materials used in production of solar cells 

The possibi l i t ies of ut i l izat ion of solar cells in solar-energy conversion, new techniques and the 
deve lopment of methods of photovol ta ic devices fabr icat ion are reviewed. The list and characte-
ristics of materials used in terrestr ial solar energy convers ion are presented. 

H TOMASZEWSKI: Vitreous carbon - a new form of carbon for industrial applications 

The carbonisat ion of certain cross-iinl<ed po lymers under careful ly contro l led condi t ions yields 
a non-graphi t is ing carbon wh ich on account of its h igh lustre and conchoida l fracture, has been 
cal led ,,vitreous carbon" . In th is article, the preparat ion, structure, propert ies and some new ap-
pl icat ions this f o rm of carbon is described. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. GRUDZIEŃSKI, J. TOMASZEWSKI: Reversed epitaxy in the 
silicon devices technology 

The method of obta in ing high doped si l icon epitaxial layers w i th the thickness about 100 / im is 
presented. The layers and substrates pararmeters are discussed. The layers are used in the si l icon 
devices w i th PIN structure. 

J W BARAN. J. KĘDZIERSKI, Z. RASZEWSKI, J. ŻMIJA: Dependence of static permittivity on the 
angle between the direction of nematic and the vector of electric field 

The formulae relat ing the electric permi t t iv i t iv i ty components to the molecular d ipole m o m e n t 
and Its direct ion, mean polarizabi l i ty and its anisotropy, order parameter and the angle between 
measur ing electric f ield and the namatics director has been derved. Obta ined formulae are the 
W. Maier and G. Meier general ized results f ] . The formulae enable to determine the molecular 
parameters more exactly and to analyze the inf luence of surfaces l imi t t ing the nematic layer. 

Z CYBULSKI, W. SIENICKI: Investigations of synthesis and properties of TIW2Se4 

Hexagonal TIW2Se4 crystals, showing semiconduktor propert ies {,,p" type) were prepared. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu utatwienia prac redakcyjnych związanych z przygotowan iem mater iału do druku redak-
cja prosi Au to row o przestrzeganie podanych niżej wskazówek; 

1. Objętości ar tyku łów w zasadzie nie pow inny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

. 2. Ar tyku ły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach fo rmatu A4, jednost ronn iez inter-
linią (co drugi wiersz), z marg inesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. Na arkuszu nie po-
w i n n o być więcej niż 31 wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony pow inny być numerowane. 

3. Na marginesie należy zaznaczyć miejsca, w których pow inny być umieszczone rysunki i ta-
bele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia (unikać zbyt dużych) należy wykonywać osobno (nie w maszy-
nopisie całego artykułu), w 4 egzemplarzach na oddzie lnych arkuszach i numerować kolejno. 
U góry każdej tabeli podać tytuł objaśniający. 

5. Ar tykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; pow inny być dołączone do nich krótkie stresz-
czenia w języku polskim, rosyjsk im i angie lsk im (również w 4 egzemplarzach). 

6. Ar tyku ły powinny w zasadzie byc podzielone logicznie na części, a w części końcowej w inny 
być s fo rmu łowane wnioski . Ty tu łów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności 
unikać podziału artykułu na oddzielnie zaty tu łowane części. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wkle jone do tekstu, lecz załączone od-
dzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty nap isów pod rysunkami 
należy sporządzać oddzielnie (niezależnie od tekstu artykułów), w 4 egzemplarzach. Rysunki 
należy wykonywać na przezroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotograf ie pow inny być ostre i wykonane na b ia łym błyszczącym papierze fotograf icznym. 
Numery fotograf i i i powiększenie należy podawać na odwroc ie - o łówk iem. Numeracją na-
leży objąć rysunki i fotograf ie łącznie (nie stosować oddzielnej numeracj i dla rysunków i od-
dzielnej dla fotograf i i ) . 

9. Po zakonczeniu artykułu należy podać wykaz l i teratury, wymien ia jąc kolejno nazwisko autora 
i pierwsze litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr t o m u i zeszytu, 
miejsce wydania i rok, ewentualn ie numer strony. Pozycje wykazu l i teratury w i n n y być nume-
rowane, w tekście powołan ia na numer pozycj i w nawiasach kwadratowych, np [ i ] . 

10. S łown ic two techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzo-
rach itp. pow inny być zgodne z terminolog ią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy 
Układ Miar (SI) oraz innymi obowiązu jącymi przepisami. 

11. Maszynopis powin ien byc bezwarunkowo przejrzany i czytelnie popraw iony przez Autora. 
Poprawek na stronie nie pow inno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbęd-
nych skrótów, korekty styl istycznej itp. 

13. Fakt nadesłania pracy do wydrukowan ia w ,,Materiałach Elektrogicznych" uważany jest za 
równoznaczny z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowana ani wys łana do druko-
wania w żadnym innym czasopiśmie k ra jowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego po-
rozumiewania się i ewentua lnego przestania należnego honorar ium. 
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